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１．概要（Summary） 
GaN は広いバンドギャップや、ヘテロ接合に伴う 2 次元

電子ガスを利用できるなど、高耐圧や高周波デバイスの

材料として期待されている。デバイス作製工程にエッチン

グは必須であるが、プラズマ照射によるダメージ（表面

Ga/N の変化、表面ラフネス増加、準位の発生、等）が課

題である。エッチング中に基板を昇温することで組成比の

劣化防止することが効果的である。しかし、トラップ準位の

発生や表面ラフネスが充分に低減されず、その改善とメカ

ニズム解明が求められる。本開発でｈ、N2などの添加ガス

の効果を調査した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置 

【実験方法】 
エッチング速度の計算から深さを 10 nm に調整して試

料作成、試料表面を原子間力顕微鏡（AFM）、試料内部

に発生した欠陥をフォトルミネッセンス（PL）法によりｖ評

価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

RMS 表面粗さは N2を添加することで抑制された。こ

れは貫通転移部位に発生するエッチピットが Cl2のみに

比べ低減したためと考えられた。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 なし。 
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